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Комментарии



 
  дима пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ827:
  люди куплю транзистар кт 827А 0688759652

 

 
  тамара плохова пишет в теме Журнал Радио 9 номер 1971 год. :
   как молоды мы были и как быстро пробежали годы кулотино самое счастливое мое время

 

 
  Ивашка пишет в теме Параметры отечественных излучающих диодов ИК диапазона:
  Светодиод - это диод который излучает свет. А если диод имеет ИК излучение, то это ИК диод, а не "ИК светодиод" и "Светодиод инфракрасный", как указано на сайте.

 

 
  Владимир  пишет в теме 2Т963А-2 (RUS) со склада в Москве. Транзистор биполярный отечественный:
  Подскажите 2т963а-2 гарантийный срок

 

 
  Владимир II пишет... пишет в теме Параметры биполярных транзисторов серии КТ372:
  Спасибо!

 


















































Твердотельная электроника. Учебное пособие.



	
	Начало
	Главная страница
	Подробное оглавление
	Предисловие
	Перечень глав
	Основные обозначения
	Обозначения приборных параметров
	Приложение
	Литература
	Примерные экзаменационные вопросы
	Ссылки
	Авторы





	
	Глава 1
	1.1. Зонная структура полупроводников
	1.2. Терминология и основные понятия
	1.3. Статистика электронов и дырок
	1.4. Концентрация электронов и дырок в...
	1.5. Концентрация электронов и дырок в...
	1.6. Определение положения уровня Ферми
	1.7. Проводимость полупроводников
	1.8. Токи в полупроводниках
	1.9. Неравновесные носители
	1.10. Уравнение непрерывности





	
	Глава 2
 	2.1. Ток термоэлектронной эмиссии
	2.2. Термодинамическая работа выхода...
	2.3. Эффект поля, зонная диаграмма...
	2.4. Концентрация электронов и дырок в ОПЗ
	2.5. Дебаевская длина экранирования
	2.6. Контакт Me - п/п. Барьер Шоттки
	2.7. Зонная диаграмма барьера Шоттки...
	2.8. Распределение электрического поля и...
	2.9. ВАХ барьера Шоттки
	2.10. Образование и зонная диаграмма...
	2.11. Компоненты тока и квазиуровни Ферми...
	2.12. ВАХ р-n перехода
	2.13. Гетеропереходы


 


 	
 	Глава 3
 	3.1. ОПЗ в равновесных условиях
	3.2. Заряд в ОПЗ
	3.3. Емкость ОПЗ
	3.4. Влияние вырождения на характеристики...
	3.5. Поверхностные состояния
	3.6. ВФХ структур МДП
	3.7. Флуктуации поверхностного потенциала...


 


 	
 	Глава 4
 	4.1. Характеристики идеального диода...
	4.2. Варикапы
	4.3. Влияние генерации, рекомбинации...
	4.4. Стабилитроны
	4.5. Туннельный и обращенный диоды
	4.6. Переходные процессы в п/п диодах


 


 	
 	Глава 5
 	5.1. Общие сведения. История вопроса
	5.2. Основные физические процессы в БТ
	5.3. Формулы Молла - Эберса
	5.4. ВАХ БТ в активном режиме
	5.5. Дифференциальные параметры БТ в...
	5.6. Коэффициент инжекции
	5.7. Коэффициент переноса...
	5.8. Дифференциальное сопротивление...
	5.9. Дифференциальное сопротивление...
	5.10. Коэффициент обратной связи
	5.11. Объемное сопротивление базы
	5.12. Тепловой ток коллектора
	5.13. Биполярный транзистор в схеме с ОЭ
	5.14. Эквивалентная схема БТ
	5.15. Составные транзисторы. Схема...
	5.16. Дрейфовые транзисторы
	5.17. Параметры транзистора как...
	5.18. Частотные и импульсные свойства...


 


 	
 	Глава 6
 	6.1. Характеристики МОП ПТ в области...
	6.2. Характеристики МОП ПТ в области...
	6.3. Эффект смещения подложки
	6.4. Малосигнальные параметры
	6.5. Эквивалентная схема и быстродействие...
	6.6. Методы определения параметров МОП ПТ...
	6.7. Подпороговые характеристики...
	6.8. Учет диффузионного тока в канале
	6.9. Неравновесное уравнение Пуассона
	6.10. Уравнение электронейтральности...
	6.11. ВАХ МДП-транзистора в области...
	6.12. МДП-транзистор как элемент памяти
	6.13. МНОП-транзистор
	6.14. МОП ПТ с плавающим затвором
	6.15. Приборы с зарядовой связью
	6.16. Полевой транзистор с затвором в виде...
	6.17. Микроминиатюризация МДП-приборов
	6.18. Физические явления, ограничивающие...
	6.19. Размерные эффекты в МДП-транзисторах


 


 	
 	Глава 7
 	7.1. Общие сведения
	7.2. ВАХ тиристора
	7.3. ВАХ динистора
	7.4. Зонная диаграмма и токи...
	7.5. Зависимость коэффициента передачи...
	7.6. Зависимость коэффициента М от...
	7.7. Тринистор
	7.8. ВАХ тринистора


 


 	
 	Глава 8
 	8.1. Общие сведения
	8.2. Требования к зонной структуре...
	8.3. Статическая ВАХ арсенида галлия
	8.4. Зарядовые неустойчивости в приборах...
	8.5. Генерация СВЧ-колебаний в диодах Ганна


 


 	
 	Глава 9
 	9.1. Условные обозначения и классификация...
	9.2. Условные обозначения и классификация...
	9.3. Графические обозначения и стандарты
	9.4. Условные обозначения электрических...


 


 


 






6.17. Микроминиатюризация МДП-приборов


Полевые приборы со структурой металл - диэлектрик - полупроводник в силу универсальности характеристик нашли широкое применение в интегральных схемах (ИС). Одна из основных задач микроэлектроники заключается в повышении степени интеграции и быстродействия интегральных схем. Для ИС на МДП-приборах благодаря чрезвычайно гибкой технологии их изготовления эта задача решается несколькими путями. В основе одного из подходов лежит принцип двойной диффузии. Эта технология получила название Д-МОП технологии, когда структура имеет планарный характер, и V-МОП технологии, когда структура транзистора имеет вертикальный характер. Другой подход связан с пропорциональной микроминиатюризацией обычного планарного МДП-транзистора и получил название высококачественной, или N-МОП, технологии.


Таблица 3. Эволюция размеров и параметров МДП-приборов




Согласно основным положениям модели пропорциональной микроминиатюризации при уменьшении длины канала в N раз для сохранения тех же характеристик транзистора другие его параметры (толщина окисла, ширина канала, напряжение питания) необходимо уменьшить в N раз, а концентрацию легирующей примеси в подложке увеличить в N раз. Действительно, при таком изменении, как следует из (6.8), величина порогового напряжения VT и величина проводимости канала практически не изменяются. Быстродействие, определяемое временем пролета носителей через канал, согласно (6.31) возрастет в N раз, ток канала уменьшится в N раз, рассеиваемая мощность уменьшится в N2 раз. В таблице 3 приведена динамика изменения основных параметров МДП-приборов, проявляющаяся при пропорциональной микроминиатюризации.


Идеи и принципы пропорциональной микроминиатюризации позволяют использовать масштабирование МДП-транзисторов при разработке интегральных схем на их основе. Такой подход позволил фирме Intel модернизировать процессоры персональных компьютеров каждые три-четыре года. В таблице 4 приведены этапы пропорциональной микроминиатюризации процессоров Intel за последние тридцать лет.


Таблица 4. Микроминиатюризация процессоров Intel




На рисунке 6.22 показана в полулогарифмическом масштабе эволюция размеров МДП-транзистора и длины его канала. Обращает внимание на себя тот факт, что принципы пропорциональной микроминиатюризации позволили вплотную придвинуться к размерам базового элемента интегральных схем, ниже которых находится предел, обусловленный физическими ограничениями [31].


Опыт разработки МДП-транзисторов с длинами канала 0,25-0,1 мкм показывает, что в таких приборах резко нарастает количество новых физических явлений, в том числе и квантовых. Принцип пропорциональной микроминиатюризации при этих значениях линейных размеров уже перестает работать.



Рис. 6.22. Уменьшение размеров транзистора
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